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2001년 Y. Taga 그룹에서 모델링을 통하여 이산화티탄 결정에서 산소 원자를 C, N, F, P, S로 치환하

여 가전자대(balance band)의 준위를 보완해 줌으로써 가시광선 하에서도 활성을 보일 수 있음을 제안

한 이후 N, F, S를 도핑하는 여러 가지 제조 방법들이 제안되고 있다. 그러나 C, P 도핑 이산화티탄 입

자의 경우 효율적인 제조 방법이 보고되지 않고 있는 실정이다. 본 연구에서는 수열합성법을 응용하여 

가시광선 하에서 우수한 광 효율을 나타내는 탄소 도핑 이산화티탄 입자 제조 방법을 제시하였으며 여

러 분석 결과를 통하여 탄소 도핑 이산화티탄 입자가 형성되었음을 입증하였다. 실험 결과 특정 화학

물질을 사용하면 이 물질은 제조된 탄소 도핑의 전구물질로써 작용할 뿐만 아니라 입자의 메조 기공

(약 5 nm)을 유지할 수 있도록 하는 구조 유도체로써의 기능도 제공하는 것으로 나타났다. 또한, 제조

한 입자는 온도 소성을 통해서 광효율의 극대화를 이룰 수 있었으며 메탈 도핑을 통하여 입자의 광효

율을 향상 시킬 수 있었다. 제조된 입자는 가시광선만으로 염료 및 페놀 등의 수용성 난 분해 물질의 광 

산화반응을 효과적으로 유도할 수 있었다. 본 연구에서 제안한 방법을 이용하면 현재 수 %에 머물고 

있는 광 효율을 향상 시킬 수 있으며, 태양 에너지 중 가장 많은 부분을 차지하고 있는 가시광선 영역대

의 활용을 극대화 할 수 있는 하나의 해결책으로 이용될 수 있을 것이다.  
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